 
 І.   Індивідуальні запитання:

16. Вольт-амперна характеристика тунельного діода.

Тунельний діод являє собою простий p-n перехід,обидві сторони якого вироджені (тобто буже сильно леговані домішками). В результаті сильного легування рівень Фермі проходить всередині дозволених зон. Ступінь виродження Vp і Vn зазвичай становить декілька kT/q, а ширина збідненого шару 10 нм і менша, ніж у звичайному p-n переході.

[image: ] Енергетична діаграма тунельного діода в стані термічної рівноваги. Vp i Vn - ступені виродження p– області і n- області відповідно.


Типова статична вольт-амперна характеристика тунельного діода (а) і три компоненти повного струму в тунельних діодах (б).


                                    Vn- ступінь виродження n-області

                                    Vp- ступінь виродження p-області
[image: ]

Зі статичної вольт-амперної характеристики тунельного діода (Рис.а) видно, що струм у зворотньому напрямку (потенціал p області від’ємний по відношенню до потенціалу n області) монотонно збільшується. В прямому напрямку струм спочатку зростає до максимального значення (пікового значення IP ) принапрузі VP, а потім зменшується до мінімальної величини IV при напрузі VV. При напругах, які перевищують VV, струм зростає з ростом напруги по експоненційному закону. Повний статичний струм діода являє собою суму струму тунелювання із зони в зону, надлишкового і дифузійного струму (Рис.б). 
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